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) ANVE AT (Nozzle) —WRIG ) Av, B 2 XL ete.

X U T HA (Carrier Gas) He, Ar, N2, 02, etc.

J ANVHNZ (Nozzle heater) HEINER~T00°C

FHRIEEE (Substrate heater) 4HE J[120,

ReiEEL P (Deposition Area) &

FM B ENEE (Scanning speed) ~11.2 (mm/s)
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		皮膜原料（Source materials）

		金属、セラミックス、高分子、etc．



		加熱方式・電力量（Evaporation power）

		アーク、抵抗加熱、レーザ、etc．



		ノズルタイプ（Nozzle）

		一次元ノズル、特性曲線ノズル、etc．



		キャリアガス（Carrier Gas）

		He, Ar, N2, O2, etc.



		ノズル加熱（Nozzle heater）

		無加熱～700℃



		基板温度（Substrate heater）

		無加熱



		成膜範囲（Deposition Area）

		任意



		基板移動速度（Scanning speed）

		～11.2 (mm/s)



		成膜時間（Deposition time）

		任意
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Gas flow
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Inlet Outlet
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po : Static pressure ] \
p, : Back pressure
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vy : Ratio of specific heats
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Photograph of the surface of a Ti film.

(a) Uniform film was formed, and (b) The film surface consists of
nanoparticles.
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Al subsirale

Indentation at the interface between T1 film and Al substrate by micro
Vickers hardness tester with applied load of 4.9N. No crack i1s

observed at the interface.
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